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(57) Abstract: The invention relates to a cover wafer with a core (1) and with an inside (7, 10, 11), whereby the inside has one
or more annular outer areas (7), (an) annular area(s) (10), which inwardly adjoin(s) the outer area(s), and has (a) inner area(s) (11),
and to a component cover with only one annular outer area on its inside. The invention is characterized in that at least area(s) (10)
has/have a buffer layer, which has a wetting angle of < 35° for a metallic eutectic solution that melts in a range of > 265 °C to
450 °C. The invention also relates to a component cover having one of the areas (7), (10) and (11), which has said buffer layer
in a comparable manner. The invention additionally relates to a wafer component or to a component, which can be inserted using
microsystem technology and which has a cover wafer or component cover applied with the aid of a solder material, and to a method
for the production thereof.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Deckelwafer mit einem Kern (1) und einer Innenseite (7,10,11), wobei die
Innenseite jeweils einen oder mehrere ringformige AuBenbereiche (7), (einen) sich an den/die AuBenbereich(e) nach innen an-
schlieBende(n) ringformige(n) Bereich(e) (10) sowie (einen) Innenbereich(e) (11) umfasst, sowie einen Bauelement-Deckel mit nur
einem ringférmigen AuBenbereich auf seiner Innenseite, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der/die Bereich(e) (10) eine Puf-
ferschicht aufweist/aufweisen, die einen Benetzungwinkel von < 35° fiir ein metallisches Eutektikum besitzt, das im Bereich von
> 265°C und 450°C schmilzt. Die Erfindung betrifft auch einen Bauelement-Deckel mit jeweils einem der Bereiche (7), (10) und
(11), der die genannte Pufferschicht in vergleichbarer Weise aufweist. Ferner betrifft die Erfindung ein Waferbauteil bzw. ein in der
Mikrosystemtechnik einsetzbares Bauelement, das einen derartigen, mit Hilfe eines Lotmaterials angebrachten Deckelwafer bzw.
Bauelement-Deckel aufweist, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung.



WO 2007/054524 PCT/EP2006/068252
1
Deckelwafer bzw. Bauelement-Deckel, Waferbauteil bzw. in der Mikrosystem-

technik einsetzbares Bauelement sowie Lotverfahren zum Verbinden
entsprechender Wafer- bzw. Bauelement-Teile

Die vorliegende Erfindung ist auf Gegenstande und Verfahren gerichtet, die der
Kontrolle der Benetzungsausbreitung von uberschussiger Metallschmelze bei der
Verkapselung von Mikrobauteilen, vor allem auf Waferebene, dienen.

Die heutigen mikrosystemtechnischen Bauelemente werden vorzugsweise mit
Herstellungsverfahren der Halbleitertechnik gefertigt. Dadurch kdnnen kostengunstig
viele Bauelemente gleichzeitig hergestellt werden. Diese Bauteile sind jedoch, bedingt
durch ihre sehr kleinen Abmessungen, auf3erst empfindlich und missen wahrend des
Betriebs bzw. auch schon wahrend der Fertigung gegen aul3ere Einflisse geschutzt
werden. Dies wird bewerkstelligt, indem diese Bauteile durch Schutzkappen hermetisch
verschlossen werden.

Verkappungsverfahren sind schon langer bekannt. Oft angewendet wird dabei, dass ein
separater Deckelchip (Deckelwafer) auf den die aktiven Strukturen enthaltenen Wafer
aufgeklebt oder durch andere Flgeverfahren aufgebracht wird und so die Elemente
hermetisch verschlossen werden. Ebenfalls schon langer bekannt sind Verfahren, die
den MST-Wafer auf Waferebene verkapseln. Dabei wird ein Wafer, der beispielsweise
aus Glas oder Silizium bestehen kann und in der Regel eine oder mehrere Kavitaten zur
Aufnahme der aktiven Bauelement-Teile enthalt, mittels einer anodischen Verbindung
oder durch Einsatz von Glasloten verbunden. Weniger verbreitet in der
Waferverbindungstechnik ist der Einsatz von metallischen oder metallhaltigen Loten.

Ein Deckelchip oder Deckelwafer, der durch Loten mit dem die aktiven Strukturen (z.B.
Sensoren wie Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- oder Drehratensensoren)
enthaltenden Wafer verbunden werden soll, besitzt einen Kern, dessen Innenseite (d.h.
die dem Wafer mit den aktiven Strukturen zugewandten Seite) ringférmige Bereiche
aufweist, die mit entsprechenden Bereichen auf dem Sensoren oder dgl. enthaltenden
Wafer verlotet werden sollen. Die entsprechenden Bereiche auf dem die Sensoren oder
dgl. enthaltenden Wafer umgeben diese Strukturen, so dass letztere nach dem Verloten
der beiden Wafer in einer Kammer hermetisch abgedichtet sind. Vergleichbares gilt fur
einzelne Bauteile oder Baulemente, sofern nicht auf Waferebene gearbeitet werden soll.
Auch hier ist jedes ein oder mehrere aktive Strukturen enthaltende Bauunterteil
(Substrat) Uber einen ringformigen Verbindungsbereich mit einem Deckel zu verbinden.
Der ringférmige Bereich in einem solchen Deckelteil wird ebenso wie die ringférmigen
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Bereiche des zuvor erwahnten Deckelwafers nachstehend als ringférmiger
AulRenbereich bezeichnet.

Das Material fur metallische Lote fur die genannten Lotverbindungen muss unter
Berucksichtigung der Temperaturen ausgewahlt werden, die bei der Herstellung der
spater miteinander zusammenzufigenden Bauelemente auftreten kdnnen oder mussen,
wahrend das Lotmaterial bereits moglicherweise an der geeigneten Stelle aufgebracht
ist. Das Lotmaterial muf} also so ausgewahlt sein, dass es bei den hochsten fur die
genannten Verfahrensschritte notwendigen oder erreichten Temperaturen noch nicht
schmilzt. Auf der anderen Seite sollte das Lotmaterial bei einer Temperatur schmelzen,
die ein Zusammenfugen der Bauteile ermdglicht, ohne dass durch die hierfur
notwendigen Temperaturen Schaden an den Teilen auftreten kdnnten. Als geeignet hat
sich hierfur ein Temperaturbereich zwischen etwas oberhalb von 260°C und 450°C
erwiesen. In diesem Bereich schmelzen allerdings nur wenige metallische Materialien.
Die meisten dieser Materialien enthalten Gold, haufig in Form ihres Eutektikums mit
einem anderen Element wie Zinn oder Silicium. Auch zinnbasierte Lote kdnnen
eingesetzt werden. Insbesondere die AuSi-Verbindungstechnik ist anspruchsvoll,
verfugt aber auch Uber einige wesentliche Vorzige wie schmale Versiegelungsrahmen,
Abdeckungen von Oberflachenstrukturen, hohe Festigkeit und keine Notwendigkeit fur
eine bauteilseitige Metallisierung. Nachteilig ist jedoch bei der Anwendung der
vorgenannten Lotmaterialien die schwierige Kontrolle der Ausbreitung von
Uberschussigem, sehr dunnflissigem Lotmaterial. Dieses bildet insbesondere beim
Austreten in den/die inneren Hohlraum/Hohlraume kleine Tropfchen auf den
Oberflachen dieser Raume. Da in der Regel das Bauteil beim Loten insgesamt und oft
fur mehrere Minuten auf der Lottemperatur gehalten wird, fallen oder tropfen diese
kleinen Tropfchen sodann von der Decke der Hohlraume hinunter und konnen dabei die
aktive(n) Struktur(en) des Bauelements beschadigen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Vermeidung des Entstehens solcher
Tropfchen und damit die Vermeidung von Schaden an den aktiven Bauteilen beim
Lotprozess.

Gelost wird die Aufgabe durch den Vorschlag, bei einem Deckelwafer bzw. bei einem
entsprechenden Bauelement-Deckel in einem Ringbereich innerhalb des oder der
ringformigen Aul3enbereiche, Uber den die Bauteile miteinander verlotet werden, ein
Puffermaterial vorzusehen, auf dem das eingesetzte Lotmaterial so gut benetzt, dass es
zu keiner Tropfchenbildung kommt. Mit anderen Worten: Die Pufferschicht sollte einen
sehr kleinen Benetzungswinkel fur Flussigkeitstropfchen des flissigen Lotmaterials
haben. In der Regel wird ein solches Material zusatzlich eine gewisse
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Aufnahmekapazitat fur das flussige Lotmaterial besitzen, so dass dieses "aufgesogen”
wird, was zusatzlich zu dem erwinschten Effekt beitragt.

Die Erfindung stellt dementsprechend einen Deckelwafer gemaf Anspruch 1, einen
Deckel gemald Anspruch 2, ein Waferbauteil gemaf Anspruch 16, ein in der
Mikrosystemtechnik einsetzbares Bauelement gemal Anspruch 17 sowie ein
Fugeverfahren gemal} Anspruch 19 bereit. Spezielle Ausfuhrungsformen sind in den
Unteranspruchen offenbart.

Deckelwafer bzw. Deckel kdnnen aus einem beliebigen Material, z.B. einem Metall,
einer Keramik, Glas oder Silizium oder einem oxidischen Material gebildet sein oder
dieses Material als dulierste Schicht aufweisen.

Gleiches gilt fur denjenigen Wafer, der als Substrat oder Basis fur eine darauf
angebrachte aktive Struktur, beispielsweise einen Sensor oder einen Detektor, dient,
bzw. fur das entsprechende Bauunterteil.

Nachstehend soll die Erfindung anhand der Figuren 1(a) bis 1(c) sowie der Figur 2
naher erlautert werden.

Figur 1a zeigt im Querschnitt einen Ausschnitt aus einem Deckelwafer 1 und einem
diesem zugeordneten, aktive Strukturen enthaltenden Wafer ("Sensorwafer") 3. Der
Ausschnitt des Sensorwafers zeigt eine aktive, zu schutzende Struktur 4, die von einem
ringférmigen Aullenbereich umgeben ist, auf dem Lotmaterial 5 aufgebracht ist. Der
Ausschnitt des Deckelwafers zeigt den entsprechenden Bereich, wobei der ringférmige
AulRenbereich hier ebenfalls Lotmaterial 2 aufweist. Es sollte klar sein, dass nicht
notwendigerweise auf beiden Ringbereichen Lotmaterial vorgelegt werden muss; in der
Regel genugt es, dieses Material nur auf einem der beiden Wafer vorzusehen. An den
ringformigen Auf3enbereich des Deckelwafers schliefdt sich nach innen ein ringférmiger
Bereich 10 sowie ein Innenbereich 11 an. In der dargestellten Ausfuhrungsform sind
diese beiden Bereiche als Kavitat zur Aufnahme der aktiven Struktur 4 ausgestaltet,
wobei der Bereich 10 mit einem Winkel a von der Ebene der Innenseite des Deckels
zuruckspringt (siehe Fig. 2) und a einen Wert von vorzugsweise 45° bis 90°, starker
bevorzugt von 48° bis 65° und ganz besonders bevorzugt von etwa 54° hat. Es sollte
jedoch klar sein, dass statt dessen der Deckelwafer plan oder anders gewdlbt sein
kann, wahrend die aktive Struktur in einer Vertiefung des Bodenwafers untergebracht
ist. Um die kontrollierte Benetzung des in der Verbindung anfallenden metallhaltigen
Lotes zu gewabhrleisten, wird eine Pufferschicht 6 auf den Deckelwafer oder aber auch
auf den Sensorwafer zwischen aktiver Struktur und dem ringférmigen Aul3enbereich
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aufgebracht. Diese Pufferschicht kann entweder strukturiert, z.B. in Gestalt von radial

nach innen weisenden Stegen, oder ganzflachig (als Ring oder den Bereich vdllig
fullende Flache) in den Kavitaten des Deckels oder Sensorwafers aufgebracht werden.
Sie besteht vorzugsweise aus einem Metall, z.B. aus Gold (und liegt dann bevorzugt in
einer Dicke von mindestens 100 nm vor), kann aber auch aus einem
Mehrschichtsystem aufgebaut sein. Ein mehrschichtiges System ist in Figur 2
schematisch gezeigt. Es ist vor allem dann ins Auge zu fassen, wenn z.B. ein
Haftvermittler 15 und/oder eine Gassperrschicht 14 unter der Puffer-Deckschicht 13
bendtigt werden oder deren Vorhandensein zu vorteilhaften Effekten fuhrt.

Die beiden genannten Wafer 1 und 3 werden zueinander justiert. Wird nun der
Deckelwafer mit dem die aktiven Strukturen enthaltenden Wafer uber die jeweiligen
ringformigen Aul3enbereiche verbunden (der Verbindungsbereich ist in Figur 1b mit 7
bezeichnet), entsteht ein metallisches oder metallhaltiges (z.B. eutektisches AuSi) Lot 8
(siehe Figuren 1b und 1c¢). Die Pufferschicht nimmt Gberschissiges Lot auf und sorgt fur
eine kontrollierte Benetzung. Ohne Pufferschicht wirde sich das Lot auf von Metallen
schlecht benetzbaren Oberflachen, wie z.B. oxidischen Oberflachen oder Silizium,
unkontrolliert in Klumpen sammeln, die sich auf die Sensorstruktur legen und so einen
Ausfall des Bauteils provozieren kénnen.

Soll nicht auf Wafer-Ebene gearbeitet werden, so konnen einzelne Bauelement-Deckel
mit entsprechenden, eine oder mehrere aktive Strukturen aufweisenden Substraten
verbunden werden. Die Figuren konnen fur diese Ausfuhrungsvariante als Darstellung
von Substraten 3 mit Bauelement-Deckeln 1 gelesen werden, die zu in der
Mikrosystemtechnik einsetzbaren Bauelementen verbunden werden konnen.

Der Vorteil der Integration der erfindungsgemal vorgesehenen Pufferschicht liegt somit
in der Steigerung der Fertigungsausbeute und in der Vermeidung von Ausféllen des
Bauteils wahrend des Betriebs, und fuhrt so zu einer kostengunstigeren Produktion von
mikrosystemtechnischen hermetisch verkapselten Komponenten.

Die Bereitstellung der Pufferschicht erfolgt in vorteilhafter Weise durch Aufdampfen
einer Metallschicht bzw. durch sequentielles Aufdampfen mehrerer Metallschichten.
Gunstig ist das Vorsehen einer zusatzlich aufgebrachten metallischen Galvanikschicht.
Das Aufdampfen kann allseitig erfolgen oder mit Hilfe von geeigneten Masken, wenn
strukturierte Schichten gewuinscht werden.

Der Benetzungswinkel der Pufferschicht ist in vorteilhafter Weise kleiner 35°;
vorzugsweise liegt er unter 12°, und besonders ist er kleiner als 9°.
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Die Pufferschicht weist bevorzugt eine metallische Deckschicht 13 auf, wobei das Metall
der Deckschicht unter Edelmetallen, insbesondere Gold, Kupfer und Silber, Nickel und
Nickellegierungen wie z.B. einer Nickel-/Silberlegierung, und oxidfreien
Nichtedelmetallen und Halbmetallen ausgewahlt sein kann. Gold ist hierunter
besonders bevorzugt.

Befinden sind unter der Deckschicht eine Haftvermittlerschicht 15 und/oder eine
Barriereschicht 14, ist es bevorzugt, dass das Material der Schicht unter der
Deckschicht unter Wolfram, Titan, Chrom, einer Legierung der vorgenannten Metalle
mit einem weiteren Metall, einer Legierung von zweien oder dreien der vorgenannten
Metalle, Nickel (unter der Bedingung, dass die Deckschicht nicht ausschlie3lich aus
Nickel gebildet ist), einer Nickellegierung, insbesondere einer Nickel-Vanadium-
Legierung, Palladium oder Platin ausgewahlt ist. Ganz besonders bevorzugt ist es, dass
sich unterhalb der Deckschicht eine Barriereschicht und darunter eine
Haftvermittlerschicht befinden. Die nachstehenden Werte sind einzeln bevorzugt: Die
Haftvermittlerschicht kann eine Dicke von etwa 5 bis 100, vorzugsweise 20-100 nm
haben, die Barriereschicht kann eine Dicke von etwa 30-400 nm haben und die
Deckschicht kann eine Dicke von etwa 100nm bis etwa 800 nm, vorzugsweise bis etwa
500 nm haben.

Der oder die ringformigen Bereiche 10 und/oder der oder die inneren Bereiche 11
kdnnen mit einer Getterschicht zum Absorbieren unerwiinschter Gase versehen sein,
wobei sich die Getterschicht vorzugsweise unterhalb der Pufferschicht oder (direkt)
unterhalb der Deckschicht befinden sollte.

In einer spezifischen Ausgestaltung der Erfindung sind auch einige oder alle
Auldenseiten des Deckelwafers mit einer Deckschicht aus Gold bedeckt.

Nach Verbinden des Deckelwafers mit dem die aktiven Strukturen enthaltenden Wafer
kénnen die einzelnen Bauteile daraus abgetrennt werden, was Ublicherweise in einer
Sagestralie erfolgt.

Die Erfindung umfasst nicht nur entsprechende, zusammengefugte
Waferkombinationen aus Bodenwafer und Deckelwafer, sondern auch einzelne
Bauelemente, und zwar sowohl solche, die beim Auftrennen des erfindungsgemafien
Wafers anfallen, als auch solche, die einzeln gemal der Erfindung zusammengefugt
wurden.

* % %
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Anspriiche:

1.

Deckelwafer mit einem Kern (1) und einer Innenseite (7,10,11), wobei die
Innenseite jeweils einen oder mehrere ringformige Auldenbereiche (7), (einen) sich
an den/die Aullenbereich(e) nach innen anschliefende(n) ringférmige(n)
Bereich(e) (10) sowie (einen) Innenbereich(e) (11) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest der/die ringformige(n) Bereich(e) (10) eine
Pufferschicht aufweist/aufweisen, die einen Benetzungwinkel von < 35° fir ein
metallisches Eutektikum besitzt, das im Bereich von > 265°C und 450°C schmilzt.

Bauelement-Deckel mit einem Kern (1) und einer Innenseite (7,10,11), wobei die
Innenseite einen ringférmigen Aul3enbereich (7), einen sich an den Aullenbereich
nach innen anschlieBenden ringférmigen Bereich (10) sowie einen

Innenbereich (11) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der
ringférmige Bereich (10) eine Pufferschicht aufweist, die einen Benetzungwinkel
von < 35° fur ein metallisches Eutektikum aufweist, das im Bereich von > 265°C
und 450°C schmilzt.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach Anspruch 1 oder 2, worin die
Pufferschicht als ringsum durchgehende Schicht oder in Form von radial nach
innen weisenden Stegen ausgebildet ist.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der oder jeder ringférmige Bereich (10) sowie jeder
zugehorige Innenbereich (11) Teile einer Ausnehmung (12) sind.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der Anspriche 1, 2 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder ringférmige Bereich (10) und jeder
Innenbereich (11) mit einer durchgehenden Pufferschicht bedeckt sind.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der bzw. die ringférmige(n) Aul3enbereich(e) (7) der Innenseite im
wesentlichen planar sind und der/die ringformige(n) Bereich(e) (10) als Schrage
mit einem Winkel o. von 45 bis 90°, vorzugsweise von 54° zu dem/den
ringférmigen Auldenbereich(en) (7) ausgebildet ist/sind.
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7
Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der voranstehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pufferschicht eine metallische
Deckschicht (13) aufweist, wobei das Metall der Deckschicht ausgewahlt ist unter
Edelmetallen, insbesondere Gold, Kupfer und Silber, Nickel und
Nickellegierungen, vorzugsweise einer Nickel-/Silberlegierung, und oxidfreien
Nichtedelmetallen und Halbmetallen.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pufferschicht unterhalb der Deckschicht (13) eine
Haftvermittlerschicht (15) und/oder eine Barriereschicht (14) aufweist.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach Anspruch 8, worin unterhalb der
Deckschicht (13) eine Schicht angeordnet ist, die aus Wolfram, Titan, Chrom,
einer Legierung der vorgenannten Metalle mit einem weiteren Metall, einer
Legierung von zweien oder dreien der vorgenannten Metalle, Nickel (unter der
Bedingung, dass die Deckschicht nicht ausschlief3lich aus Nickel gebildet ist),
einer Nickellegierung, insbesondere einer Nickel-Vanadium-Legierung, Palladium
oder Platin besteht.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der Anspriche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass sich unter der Deckschicht (13) eine Barriereschicht (14)
und unter der Barriereschicht eine Haftvermittlerschicht (15) befindet.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der Anspruche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Haftvermittlerschicht (15) in einer Dicke von
etwa 5 bis 100, bevorzugt von 20 bis 100 nm und/oder eine Barriereschicht (14) in
einer Dicke von 30 bis etwa 400 nm vorhanden ist und/oder dass die
Deckschicht (13) eine Dicke von etwa 100 nm bis etwa 800 nm, vorzugsweise bis
etwa 500 nm besitzt.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der Anspriche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht aus Gold besteht.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass er in dem oder zumindest in einem Teil
der Innenbereich(e) (11) der Innenseite und/oder in dem oder zumindest in einem
Teil der ringférmigen Bereich(e) (10) der Innenseite eine Getterschicht unterhalb
der Pufferschicht oder unterhalb der Deckschicht aufweist.
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15.

16.

17.

18.
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Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach Anspruch 120, dadurch
gekennzeichnet, dass auch der oder die ringférmige(n) Auldenbereich(e) (7) eine
Pufferschicht (2) wie in Anspruch 1 definiert aufweist/aufweisen, die vorzugsweise
aus Gold gebildet ist und starker bevorzugt eine Dicke von mindestens 100 nm
aufweist.

Deckelwafer oder Bauelement-Deckel nach einem der voranstehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auch seine Aulienseite(n) mit einer
Deckschicht aus Gold bedeckt ist/sind.

Waferbauteil, umfassend ein Wafersubstrat (3) mit einer Oberseite, die einen oder
mehrere ringformige Aul3enbereiche (7) und innerhalb des bzw. eines jeden
ringformigen Auldenbereichs (7) angeordnet eine aktive Struktur (4) aufweist,
sowie einen Deckelwafer nach einem der Anspruche 1 und 3 bis 15, wobei der
bzw. die ringformige(n) Aufdenbereich(e) (7) der Oberseite des Substrats und der
bzw. die ringformige(n) Aufldenbereich(e) (7) der Innenseite des Deckelwafers eine
zueinander passende Struktur aufweisen und mit Hilfe eines Lotmaterials
miteinander verbunden sind, das in einem Temperaturbereich zwischen 265°C
und 450°C schmilzt.

In der Mikrosystemtechnik einsetzbares Bauelement, umfassend ein Substrat (3)
mit einer Oberseite, die einen ringformigen Aul3enbereich (7') und innerhalb des
ringformigen Aul3enbereichs angeordnet eine aktive Struktur (4), aufweist, sowie
einen Bauelement-Deckel nach einem der Anspriche 2 bis 15, wobei der
ringformige AulRenbereich (7) der Oberseite des Substrats und der ringférmige
Aullenbereich (7) der Innenseite des Deckelwafers eine zueinander passende
Struktur aufweisen und mit Hilfe eines Lotmaterials miteinander verbunden sind,
das in einem Temperaturbereich zwischen 265°C und 450°C schmilzt.

Waferbauteil oder Bauelement nach Anspruch 16, oder 17 dadurch
gekennzeichnet, dass das Lotmaterial, mit dem die jeweiligen ringformigen
AulRenbereiche (7) miteinander verbunden sind, ein gold- und/oder zinnhaltiges
Eutektikum, bevorzugt ein Gold-Zinn-oder Gold-Silizium-Eutektikum ist.
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20.

21.
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Verfahren zum Verbinden von zwei in der Mikrosystemtechnik einsetzbaren
Wafer- oder Bauelement-Teilen, deren erstes als Bodenwafer oder Substrat (3)
und deren zweites als Deckelwafer bzw. Bauelement-Deckel ausgebildet ist,
wobei sowohl der Bodenwafer bzw. das Substrat (3) als auch der Deckelwafer
bzw. Bauelement-Deckel einander zugewandte, aufeinander passende,
ringformige Aul3enbereiche (7) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass

- mindestens eines der beiden Teile in einem Zustand bereitgestellt wird,
in dem sich ein Létmaterial (2; 5) auf dem oder allen ringférmigen
Aulienbereich(en) (7) befindet, das einen Schmelzpunkt im Bereich
zwischen 265°C und 450°C besitzt und dass zumindest das als
Deckelwafer bzw. Bauelement-Deckel dienende Teil in sich an den
AuBenbereich nach innen anschlief’enden ringformigen Bereichen (10)
mit einer Pufferschicht versehen ist, die einen Benetzungswinkel von
< 35° fur das genannte Lotmaterial in flissigem Zustand besitzt, und

- die beiden Teile bei einer Temperatur von Uber 265 bis 450°C
miteinander verbunden werden.

Verfahren nach Anspruch 19, worin die Pufferschicht als durchgehende Schicht
oder in Form von radial nach innen weisenden Stegen ausgebildet ist.

Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, weiterhin umfassend das Vereinzeln einer
Mehrzahl der durch das Verbinden erzeugten Bauelemente.

* % %
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